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2SB1126 / 2SD1626

〒370-0596  群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号�

用途 ・リレードライブ ,ハンマドライブ ,ランプドライブ ,モータドライブ。

特長 ・直流電流増幅率が高い（4000以上）。
・電流容量が大きい。
・超小型でハイブリッドIC用として高密度化 ,小型化が容易である。

（　）内は2SB1126の場合を示す。
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃ unit
コレクタ・ベース電圧 VCBO (－)80 V
コレクタ・エミッタ電圧 VCEO (－)50 V
エミッタ・ベース電圧 VEBO (－)10 V
コレクタ電流 IC (－)1.5 A
コレクタ電流（パルス） ICP (－)3 A
コレクタ損失 PC 500 mW

セラミック基板(250mm2×0.8mm)装着時 1.5 W
接合部温度 Tj 150 ℃
保存周囲温度 Tstg － 55～＋150 ℃

電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃ min typ max unit
コレクタしゃ断電流 ICBO VCB=(－)40V, IE=0 (－)100 nA
エミッタしゃ断電流 IEBO VEB=(－)8V, IC=0 (－)100 nA
直流電流増幅率 hFE(1) VCE=(－)2V, IC=(－)500mA 4000

hFE(2) VCE=(－)2V, IC=(－)10mA 3000
利得帯域幅積 fT VCE=(－)10V, IC=(－)50mA 120 MHz

次ページへ続く。
単体品名表示　2SB1126：BI
　　　　　　　2SD1626：DI

N 1 7 2 1 A

注文コードNo. N 1 7 2 1 A

PNP / NPNエピタキシァルプレーナ形シリコントランジスタ
ダーリントン接続

各種ドライブ用

31000

No.

1 : Base�
2 : Collector�
3 : Emitter�
�
SANYO : PCP

外形図　2038A�
(unit : mm)
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31000 GI IM / 9139 KN印 2027 YO社変/ 9184 YO寿 8-7704原

*半導体ニューズNo.1721とさしかえてください。



2SB1126/2SD1626

No.1721-2/3

2SD1626
IC  --  VCE

IB=0

ITR08938

0 4 121082 6

コレクタ・エミッタ電圧,  VCE  --  V

コ
レ
ク
タ
電
流
,  
I C
  --
  A

--1.6

--1.4

--1.0

--0.6

--1.2

--0.8

--0.4

--0.2

0
0 --4 --12--8 --10--6--2

IC  --  VCE

コレクタ・エミッタ電圧,  VCE  --  V

コ
レ
ク
タ
電
流
,  
I C
  --
  A

--0.02mA

1.6

1.4

1.0

0.6

1.2

0.8

0.4

0.2

0

0.02mA

0.04mA

0.06m
A0.0

8m
A

--0.04mA

--0.06
mA

--0.0
8mA

IB=0

ITR08937

hFE  --  IC

コレクタ電流,  IC  --  A

直
流
電
流
増
幅
率
,  
h F
E 

2SB1126�
VCE= --2V

2SB1126

ITR08939

5�
10 

7

5

3

4�
10 

7

5

3

2

--0.01 --0.132 5 7 32 5 7 --1.0 2

5�
10 

7

5

3

4�
10 

7

5

3

2

0.01 0.132 5 7 32 5 7 1.0 2

hFE  --  IC

コレクタ電流,  IC  --  A

直
流
電
流
増
幅
率
,  
h F
E 

2SD1626�
VCE=2V

ITR08940

5 7 --0.01 2 3 5 7 2 3 5 7--0.1 2--1.0

--10

5

3

2

3

2

--1.0

5

7

7

5 7 0.01 2 3 5 7 2 3 5 70.1 21.0

10

5

3

2

3

2

1.0

5

7

7

VCE(sat)  --  IC

コ
レ
ク
タ
・
エ
ミ
ッ
タ
飽
和
電
圧
,  
V C
E(
sa
t)
  --
  V 2SD1626�

IC / IB=1000

VCE(sat)  --  IC

コレクタ電流,  IC  --  A

コ
レ
ク
タ
・
エ
ミ
ッ
タ
飽
和
電
圧
,  
V C
E(
sa
t)
  --
  V

�

ITR08941 コレクタ電流,  IC  --  A ITR08942

2SB1126�
IC / IB=1000

�

前ページより続く。
min typ max unit

コレクタ・エミッタ飽和電圧 VCE(sat) IC=(－)500mA, IB=(－)0.5mA (－)0.9 (－)1.5 V
ベース・エミッタ飽和電圧 VBE(sat) IC=(－)500mA, IB=(－)0.5mA (－)1.5 (－)2.0 V
コレクタ・ベース降伏電圧 V(BR)CBO IC=(－)10µA, IE=0 (－)80 V
コレクタ・エミッタ降伏電圧 V(BR)CEO IC=(－)1mA, RBE=∞ (－)50 V
エミッタ・ベース降伏電圧 V(BR)EBO IE=(－)10µA, IC=0 (－)10 V
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PNPの場合負号省略�
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